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КОЕФІЦІЄНТ  ТЕРМОЕЛЕКТРИЧНОЇ  ДОБРОТНОСТІ  
КРИСТАЛІВ  Hg1-xMnxTe1-ySey 

На основі експериментальних даних (σ і α) проведено оцінки величини коефіцієнта термо-
електричної добротності кристалів Hg1-xMnxTe1-ySey при Т=300К. 

Thermoelectrical Q-factor values for Hg1-xMnxTe1-ySey crystals have been estimated on the basis 
of experimental data (σ and α) at Т=300К. 

Тверді розчини Hg1-xMnxTe1-ySey властивос-
ті яких частково висвітлені у [1-10], є напівпро-
відниками зі змінною, в залежності від складу, 
шириною забороненої зони Eg і належать до на-
півмагнітних напівпровідників. 

Досліджені нами кристали Hg1-xMnxTe1-ySey 
(0<x≤0,14; 0<y≤0,05) були вирощені методом 
Бріджмена. Концентрацію носіїв заряду в крис-
талах Hg1-xMnxTe1-ySey змінювали термооброб-
кою зразків при контрольованому тиску парів 
компонент. Дослідження кінетичних коефіцієнтів 
[1] проводилось звичайним компенсаційним ме-
тодом при постійному струмі у монокристалічних 
зразках Hg1-xMnxTe1-ySey розміром 8×1,5×1 мм. 
Вважається, що склад зразків збігається зі скла-
дом шихти (елементарні високочисті Hg, Mn, Te, 
Se), яка завантажувалась в ампулу. Однорідність 
контролювалась вимірюванням RH по довжині 
зразка. Контактами до зразків служили мідні дро-
тинки, які припаювались індієм. Градієнт темпе-
ратури на кінцях зразка при вимірюванні α не 
перевищував 12°C. Температура контролювалась 
мідь-константановими термопарами. Максималь-
на похибка при вимірюванні σ не перевищувала 
2%, а при вимірюванні α – 6%. 

Мета даної роботи – оцінка коефіцієнта термо-
електричної добротності Hg1-xMnxTe1-ySey крис-
талів, знання якого дозволяє робити висновки 
про можливість використання вказаних матеріа-
лів у термоелектричних генераторах і холодиль-
никах. 

Знаючи теплопровідність λ, термоелектрору-
шійну силу α і питому електропровідність σ, 
можна визначити коефіцієнт термоелектричної 

добротності Z кристалів Hg1-xMnxTe1-ySey за фор-
мулою (1): 

.
2

λ
σ×α

=Z                         (1) 

Відсутність у літературі інформації про тепло-
провідність твердих розчинів Hg1-xMnxTe1-ySey 
обумовила використання, при оцінці коефіці-
єнта термоелектричної добротності, величини 
λ(Hg1-xMnxTe1-ySey)=λг(HgTe)=0,020 Вт/(см·К) 
[11], де λг(HgTe) – граткова теплопровідність 
HgTe при Т≈300К. Врахування теплопровіднос-
ті носіїв заряду збільшило б це значення на λн.з, 
а врахування характерної особливості граткової 
теплопровідності твердих розчинів, яка полягає у 
значному зменшенні її величини порівняно з ви-
хідними компонентами, привело б до зменшення 
λ на ∆λг. Враховуючи, що ∆λг і λн.з – величини 
одного порядку, але протилежні за знаком, вважа-
тимемо, що λ(Hg1-xMnxTe1-ySey)=λг(HgTe)=0,020 
Вт/(см·К) (для малих x та y, близьких до HgTe). 

Отримані значення Z (при Т≈300К) для дослі-
джуваних зразків Hg1-xMnxTe1-ySey зведені у таб-
лицю 1. Із таблиці видно, що термобробка зраз-
ків Hg1-xMnxTe1-ySey у парах компонент дозволяє 
змінювати значення коефіцієнта термоелектрич-
ної добротності Z в досить широких межах. 

Підбираючи тверді розчини Hg1-xMnxTe1-ySey 
оптимального складу ("х" і "у"), яким відповіда-
ють великі Z, та змінюючи умови вирощування 
кристалів і їх термобробки (температуру зразка і 
дифузанта, тривалість відпалу, послідовність від-
палу в парах різних компонент), можна досягти 
максимально можливих для Hg1-xMnxTe1-ySey 
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Коефіцієнт  термоелектричної  добротності  кристалів  Hg1-xMnxTe1-ySey 

значень коефіцієнта термоелектричної добротнос-
ті Z. На закінчення ще раз зазначимо, що отримані 
значення коефіцієнта термоелектричної доброт-
ності кристалів Hg1-xMnxTe1-ySey мають оціноч-

ний характер і, мабуть, дещо занижені порівняно 
з дійсними значеннями, які можна було б отри-
мати за наявності експериментальних результатів 
досліджень λ Hg1-xMnxTe1-ySey кристалів. 

Таблиця 1. Параметри зразків Hg1-xMnxTe1-ySey 

X Y Термообробка σ, Ом-1см-1 α, мкВ/К Z·103, K-1 

до термообробки 305 –121 0,22 
0,01 0,01 

термообробка в парах ртуті 1765 –101 0,90 

до термообробки 150 –140 0,15 
термообробка в парах селену 879 –172 1,29 0,05 0,01 

термообробка в парах ртуті 370 –165 0,50 
до термообробки 6 +424 0,05 
термообробка в парах селену 3,5 +248 0,01 
термообробка в парах телуру 15,8 +220 0,03 

0,14 0,01 

термообробка в парах ртуті  65 +4 0,00005 

до термообробки  42 +136 0,04 
0,14 0,05 

термообробка в парах селену 99 –102 0,05 
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